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ScAlMgO4（SAM）は GaNとの格子ミスマッチ、熱膨張係数差がそれぞれ 1.8%、9.8%と従来基

板に比べて小さく、GaN 結晶成長用基板として新たに注目されている。さらに SAM は c 面で劈

開性を有しており、GaN自立基板の作製にも有効である[ 1]。我々はこれまでMOCVD法と比較し

て低温での成長が可能な RF-MBE法を用いて SAM基板上への GaN成長を検討してきた。その中

で、SAM 基板表面のステップの影響に注目し、六方晶・立方晶 GaN の混在や貫通転位などの結

晶欠陥の発生との関連を調べている[2,3]。今回、RF-MBE法による高品質な InN成長に用いられて

いる DERI（Droplet Elimination by Radical-beam Irradiation）法[4]を SAM基板上 GaN成長に適用し、

DERI法のプロセス条件が GaN成長に及ぼす影響について検討したので報告する。 

本研究で使用した基板は c面の SAM基板で、XRCによる(0 0 2)面の半値幅はいずれも 40 arcsec

程度である。それらの SAM基板上に成長温度 700℃で DERI法により GaNを直接成長した。各サ

ンプルでMRGP（Metal Rich Growth Process）をそれぞれ 10分、5分、1分、10秒と固定し、DEP

（Droplet Elimination Process）は RHEEDパターンの強度が飽和するまで続けた。いずれのサンプ

ルも合計時間が 1時間程度になるようにこの DERIプロセスを繰り返した。 

Fig. 1~3にそれぞれ MRGPが 1分のサンプルの、成長中の RHEEDパターン強度変化、成長後

の XRD 2θ-ω測定結果、成長後の SEM表面像を示す。Fig. 1から、MRGPでの表面の Gaドロッ

プレット発生による強度の減衰とDEPでのGaN薄膜の形成による強度の回復が周期的にみられ、

このことから DERI 法成長が成長中を通して実現できていることがわかる。Fig. 2 から、立方晶

GaNの混在はなく c軸配向した六方晶 GaNが成長していることを確認した。Fig. 3の表面に斜め

に走るモフォロジーは SAM 基板のステップによる影響が現れているものと考えている。講演で

はその他のMRGP条件での成長結果についても報告する。 
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Fig. 1 RHEED intensity variation 
during GaN growth using DERI 
method. 

Fig. 2 XRD 2θ-ω  profile of 
GaN on SAM substrate. 

Fig. 3 SEM image of GaN on 
SAM substrate. 
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